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ال΋تر̶دها یِ ͳرساننده�گ ِ افزایش با اَب̵رخازنها ِ بهبود

با ال΋ترˇد ِ مرز در نارسانا ِ نازک یِ لایه Έی آن به ولتاژ ِ اعمال با که می΋ند کار اساس این بر اَبˆرخازن

و 250 F/g ِ بین میشوند ساخته اکسید منΎنز با که ͳی اَبˆرخازنها یِ ظرفیتِ�ویژه میشود. ساخته ال΋ترˇلیت

ِ Ίآهن اما است. 250 F/g و 150 F/g ِ بین ͳکربن یِ اَبˆرخازنها یِ برا کمیت ین هم است. 400 F/g

این یِ ال΋ترˇلیتها و ال΋ترˇدها در ͳرساننده�گ چون است، کم اکسید منΎنز یِ اَبˆرخازنها در پرˇخالͳ-شدن

است. Έکوچ خازنها

یِ نانُلوله�ها ِ شامل ِ یΈمحلول در گرافن و اکسید منΎنز ِ جنس از ͳترکیب ͳی ال΋ترˇدها ِ فروبردن با

ترتیب این به شده. زیاد 45% و 20% ترتیب به ال΋ترˇدها این یِ ͳرساننده�گ رسانا، ِ پلیمر Έی یا ͳکربن

از بیش هم اَبˆرخازنها این ِ پرˇخالͳ-شدن ِ Ίآهن ضمنَن اما اند. رسیده 380 F/g یِ ظرفیتِ�ویژه به
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